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Descriptions

&
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Le transistor a été inventé en 1948 par les phesssci
américains John Bardeen, Walter Houser Brattain §
William Shockley.

Composants actifs

Voici quelques exemplaires de transistors courdints}. |
existe une normalisation des boitiers et des livres
donnant les caractéristiques des milliers de magdele
en circulation actuellement.

Il existe au moins 200 types de boitiers de
base plus ou moins différents suivant le
fabriquant pour les transistors, mais
beaucoup sont trés peu utilisés. Voici, a
gauche, les principaux boitiers

Les brochages

Boitier TOSZ2
Pour un méme botitier TO 92 , on
trouve 5 brochages différents suivant
les modeles de transistors .
© ] & " b C b i B b = & b
BC237 BF 363 25066T BC224 BFa0z

Boftiers TOS, TO1E, TO33  Bofher TOS2 Boitier TON26 Baitier T|:|2|:|2 TO220
] A droite, les principaux @yp,es
@ 5 ¢ de brochage qui sont utilisés
W 4 en électronique « grand
: H N public ».
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2M 1711 ech be
2m 2222 BCZ237, BC347, BCR4Y  BD135.BD13T .. TIFZ9, TIF'31
u: Boiftier TO3
co 2M 3055

Lue quemle

Uye de deszous




Electronique -- Le transistor DOCUMENT 2

Symboles c
B
Comme vous pouvez le constater, le transistor com@po | ; £
électrodes La baseest I'électrode de commande, une sorte de NPN
robinet,le collecteur, relié au péle positif de I'alimentation sera le z
reflet de la base mais "agrandi&metteur drainera les courants base +
collecteur.ll existe deux types de transistors le NPN et ©PN K
[y
PNP

Sa représentation schématique et sa structure intae

Les 2 types de transistors NPN et PNP se difféeahpar le sens du courant qui les
traverse. Mais qu'il soit PNP ou NPN, le transistomporte toujour8 électrodeqon
dit aussi trois pattesjui ont pour fonction :

EﬂLemj_ P N P Collecteur

I' Emetteur E qui émet les électrons.

le Collecteur C qui recueille les électrons. [Base

la Base B qui contrdle le passage des électrorignetteur N |P| N Collecteur
entrek etC.

|Base

Unités et Formules NPN PNP
ic ic

La fleche dessinée a l'intérieur du transistor C _ C
représente toujours |'‘émetteur. ib ib
On a une relation entre les 3 courants : BL A BL v

le = ic+ ib |E |E

e e

Exemple de valeurs :

Ib=0,15mA ie=10mA =>ic =lie-ib=9,85 mA

On distinguera toujours, lors de I'étude du forrmtiement d’un transistor, la partie
commande ( base ) et la partie effet de la comméudiecteur , émetteur ).




Entrée
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Une analogie hydraulique est proposée ci-
contre: un courarib assez faible permet
I'ouverture du "robinet" (B), ce qui provoque
via I'émetteur (E) I'écoulement d'un fort
courantic en provenance du réservoir
collecteur (C).

Notez que lorsque le "robinet" est
complétement ouvert, le courdntest
maximal: il existe donc une limite physique
au gain en courant. Cette analogie illustre
assez bien l'effet transistor.

4+ Caractéristiques des transistors

bipolaires NPN
Ee

- en "émetteur commun”, car la patte
commune entre I'entrée et la sortie est
Ip /- I'émetteur du transistor (e). L'entré_e du
b K> montage est la base (be) et la sortie le
collecteur (ce).

Ves vie Dans ce montage, la base est du méme
signe que la résistance, ici le + ou Vcc,
- ont dit alors qu’elle est polarisée par la
résistance désignée Rb. Le potentiel de
base est d'environ 0,7 V, car I'émetteur est aalssa0 Volt, moins de la pilegt la jonction
base-émetteur équivaut a une diode passante.

Le collecteur est polarisé par la résistance dégidict, de telle maniere que la tension (
collecteur soit supérieure a la tension de la Bdse> Vge): la jonction base-collecteur
est alors polarisée en inverse.

L'entrée d’un transistor (source de tension) est caraéénar les deux grandeurs
| g (intensité & la base du transidtet \/ g (tension en volt entre la base et I'émetteur)

La sortie (coté récepteurst caractérisée par les deux grandelyrgintensité au collectey
du transistoy etV - (tension en volt entre le collecteur et I'émetteur)

—

Considérons le montage ci-contre, appelé

a

(U
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Montage en commutation d’un transistor NPN

lercas:

Si la lumiere est tres faible, la LDR
ne laisse passer qu'un tres faible

courant. e DR
Le couranib étant tres faible, le m NN
transistor est équivalentaun T L
interrupteur ouvert. e
ic
.“ib ~
B = ¢ |LALED S'ETEINT
E /
2éme cas: ic
I
Si la lumiére est forte la LDR laisse passer urraou ib ~
important. Le couranb étant suffisant, le transistor est B =
équivalent a un interrupteur fermé. LALED E
S'ALLUME

Le signal émis par la LDR (ib) n'est pas assezspnispour pouvoir allumer la lampe. Il
faut donc créer un couraistbeaucoup plus important gie C'est le r6le du transistor
dans ce montage.(amplifier le courant)

On aura donc le courant ic trés grand par rappocbarant ib. La lampe pourra alors
fonctionner normalement.

Exemple de valeurs : iIb =0,1 mA ic =15 mA
L'amplification, ou gain, prduit par le transistor est de :
15/0,1 =150

Les PHOTORESISTANCES ou LDR

R[o
Appelée également photorésistance, la LDR (Lighpddélant Resistor) réa
a la lumiére. Lorsque la photorésistante est plad&bri de la lumiere, sa

résistance est trés grande (quelques Mégas-ohtrs)oi place cet élémen

p . . . s E[l«
sous un éclairement intense, sa résistance dinfamigment (quelques ohm (1]




Le transistor — Montage en amplification Fiche de

Travail 1

Montage en Amplification
d’un transistor NPN l Ic
Reproduire sur votre classeur le L ____+
schéma ci-contre. I8

B g

b

Noter le titre et la liste du matériel oY ’i’ :'_£> Tvee
- 1 plaque LAB, ¢

- 1 transistor (T) BC547, NPN
- 1 résistance (R) de 1X® (couleurs : marron-vert-
marron-or) BC T

- 1 potentiométre (P) de 47, (résistance variabie 247
- 3 multimétres (2 amperemetres et 1 voltmetre),
- 1 source de tension de 5 volts.

1 OOOo0O ooooOo OOc
1 OOOgno o000 0O0OC

Puis réaliser le montage ci-dessous.
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Le transistor — Montage en amplification

Fiche de
Travail 2

A partir du montage réalisé (fiche de travail Bjir aur le potentiometre P pour obtenir

les éclairages ci-dessous et relever alors lesirgatielc, Ib, et deVce.

Reproduire le tableau ci-dessous sur votre classeur

L’ampoule ne
s’allume pas

L’ampoule brille
faiblement

L’ampoule brille
moyennement

L’ampoule brille
au maximum

Ib en mA

Ic en mA

Vce en Volts

Gain =1Ic/ b

1. Que peut-on dire du courant Ib et Ic lorsqu’on agitle potentiometre P ?

2. Quand Ic augmente que se passe-t-il pour Vce ?

3. Calcule le gain moyen du transistor. (Voir documést 5)

4. Dans le montage que tu as réalis€, remplace lateetre par la LDR. Décrire
le fonctionnement en phrases courtes.

5. Représente les liaisons entre les composants sedggour obtenir un éclairage
variable de la lampe.

—DD-

~

+ -

Pile

6. Recherche sur internet les caractéristiques dsistan BC 547 (tension
d’utilisation, gain moyen, intensité et puissan@xmmum, fabriquant et prix de

vente)




La fonction amplification | pOCUMENT 5 - Pour aller plus loin

Modes de fonctionnement d'un transistor en amphifon de courant

Ve Retenons que le courant qui traverse le colleasur
proportionnel a celui qui traverse la base, esemn
la relationic = 8*Ib ou# (béta) est le coefficient
1 Ve d _ampllflcatlon_. _ _

b g Si vous connaisséiet Ue. Et si vous souhaitez un
‘\—IQZI—KF\ s Icmax précis (donc, Ic connu), Pouvez-vous trouvef
TUE LEVS, Rb? Et si vous connaissez en plus Vcc, et que vous

7 TR souhaitez une valeur pour Us précise, pourrez-vou
trouver Rc ?

Pour trouver Rc On a Wz = Pour trouver Rb: On sait que Ib = R/ Rb
Rc*Ic (Loi d'ohm aux bornes de (Loi d'ohm aux bornes de RD)
Rc) Or, 0,6 + Wkp = Ue (Additivité des tensions)

D'ol Rc = W/ Ic o Donc Wgp = Ue - 0,6
Or, Us + Wkc = Ve (Additivite de | on 4 dondb = (Ue-0,6)/Rb

tension) Donc Hc = Vcc - Us Mais on sait aussi que Ic&lb
Au final, on a donc Donclb =lIc /s

On adondc/ 8= (Ue-0,6)/Rb
Rc=(Vcc-Us)/lIc Donc#/ Ic = Rb / (Ue - 0,6/ final, on a:

Rb =[8%(Ue-0,6)]/Ic

Ici, en prenant Ic max; on trouvera Rc min. Onigdilcette formule pour calculer la
valeur de Rc; qui doit protéger le transistor cewkes courants trop éleves sur le
collecteur.

LA FONCTION AMPLIFICATION

Le schéma ci-contre th +[=>00
représente la fonction
P ,

amplification réalisée par 1 A

le circuit intégré LM324.
Ce circuit multiplie une
tension faible par un v ]
nombre calculable, défini © R4 Vs
par le rapport de deux R2 []R3
résistances.
Q)

77
Le gain ou encore le R3+ R4
facteur d’amplification est égal:a R3

\"ZEERvr}
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Symboles

Comme vous pouvez le constater, le transistor compalectrodes BAK‘
La baseest I'électrode de commande, une sorte de rolned|lecteur, g
relié au péle positif de I'alimentation sera ldatefle la base mais NEN

"agrandi",I'émetteur drainera les courants base + collectduexiste E
deux types de transistors le NPN et le PNP 34|<
Sa représentation schématique et sa structure intee PNP ¢

Les 2 types de transistors NPN et PNP se difféeabpar le sens du courant qui les
traverse. Mais gu’il soit PNP ou NPN, le transistomporte toujour8 électrodegon
dit aussi trois pattesjui ont pour fonction :

Bocter) po | P | Collecteur

I' Emetteur E qui émet les électrons. -

le Collecteur C qui recueille les électrons. Bnetew| no | p | py [ Collecten
la Base B qui contrble le passage des électrons dnteeC. -
Unités et Formules NPN

La fleche dessinée a l'intérieur du transistor
représente toujours I'émetteur. ib
On a une relation entre les 3 courants :

le=ic+ib

Exemple de valeurs :

Ib=0,15mA Ie=10mA =>ic =ie-ib=9,85 mA
On distinguera toujours, lors de I'étude du fonmtiement d’un transistor, la partie
commande ( base ) et la partie effet de la comméudiecteur , émetteur ).

L'entrée d’un transistor (source de tension) est caraéénmr les deux grandeurs
| g (intensité & la base du transidtet \/ g (tension en volt entre la base et I'émetteur)

La sortie (coté récepteurrst caractérisée par les deux grandelyrgintensité au collecteuf
du transistor etV - (tension en volt entre le collecteur et 'émetteur)







